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Настоящий стандарт распространяется на микросхемы класса 
коммутаторов и ключей и устанавливает требования для методов 
измерения электрических параметров (далее — параметров) 
микросхем.

Термины, определения и буквенные обозначения — по ГОСТ 
19480—89 и нормативно-технической документации.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. У с л о в и я  и р е ж и м  и з м е р е н и й
1.1.1. Условия измерений должны соответствовать ГОСТ 

20.57.406—81 и требованиям, приведенным в стандартах или техни­
ческих условиях (далее — ТУ) на микросхемы конкретных типов. 
Измерения проводят при температуре окружающей среды или при 
температуре на корпусе (теплоотводе), установленной в ТУ на 
микросхемы конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.1.2. Электрический режим (тестовые напряжения и токи), 

количество источников постоянного и (или) импульсного напря­
жения (тока), последовательность подачи напряжений и токов 
(при необходимости), полярность источников напряжения (тока) 
должны соответствовать установленным в ТУ на микросхемы кон­
кретных типов.
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1.1.3. Выводы, а такж е аналоговые входы и выходы микросхемы, 
не включенные в измерительную цепь, допускается подключать к 
общей шине.

(Введен дополнительно, Изм. №  2).
1.2. А п п а р а т у р а
1.2.1. Средства измерений должны соответствовать требова­

ниям ГОСТ 22261—82 и требованиям, установленным в настоя­
щем стандарте. При этом для нестандартизованных средств изме­
рений испытания на климатические и механические воздействия, 
а такж е испытания на надежность допускается не проводить.

1.2.2. Д ля защиты микросхем от перегрузок, возникающих под 
действием переходных процессов в цепях коммутации измеритель­
ных установок, статического электричества и паразитного само­
возбуждения, измерительные установки должны быть снабжены 
устройствами защиты, исключающими возможность выхода мик­
росхем из строя. Введение устройства защиты не должно приво­
дить к нарушению режимов и к увеличению установленной по­
грешности измерения.

1.2.3. Коэффициент пульсации источников постоянного напря­
жения (тока) не должен выходить за  пределы ± 1 % .  Источники 
постоянного напряжения (тока) должны обеспечивать и поддер­
живать напряжение (токи) на выводах микросхемы с погреш­
ностью в пределах ±  1 %.

1.2.4. Источники переменного и импульсного напряжения (то­
ка) должны обеспечивать и поддерживать напряжения (токи) на 
выводах микросхемы с погрешностью в пределах ± 5 % .

1.2.5. Погрешность измерительных установок должна соответ­
ствовать требованиям, установленным в настоящем стандарте. 
В измерительных установках, электрические структурные схемы 
которых приведены в настоящем стандарте, допускается допол­
нительно включать или исключать измерительные приборы и дру­
гие элементы, а такж е изменять места их подключения. Эти уточ­
нения не должны изменять метод и погрешность измерения.

1.2.6. Нестабильность напряжения (тока) источников пита­
ния, вызванная изменениями напряжения электрической сети и 
окружающей температуры, для источников постоянного напряже­
ния (тока) — в пределах ± 1%, для источников переменного и им­
пульсного напряжения (тока) — в пределах ± 2%.

1.2.7. Методы измерения электрических параметров микросхем 
должны содержать требования к основной погрешности измери­
тельных приборов и (или) установок. Основная погрешность не 
должна включать составляющую погрешности, связанную с ди­
станционными измерениями.

1.3. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и я
1.3.1. Показатели точности измерения приводят в методах из­

мерения, приведенных в настоящем стандарте.
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1.3.2. Погрешность измерения включает частные погрешности, 
которые рассчитывают по формулам:

8,=а<8<х{), (I)
ь /2\
• и * '

где 6 { — частная погрешность «-го источника погрешности; 
а { — относительный коэффициент влияния;
Ь/ — абсолютный коэффициент влияния;

6 (x i ) — относительная погрешность t-ro источника погрешности; 
А (х { ) — абсолютная погрешность t-ro источника погрешности; 

у — значение измеряемого параметра.
1.3.3. Коэффициенты влияния определяют аналитически или 

экспериментально по зависимостям измеряемого параметра от 
параметра t-ro источника погрешности по формулам:

С |= А'у
Д'лс/

Xlo
У о (3)

b i= А'у
Д  'xi ’

(4)

где А'у, A'xt — приращение соответственно измеряемого парамет­
ра и параметра t-ro источника погрешности (гра­

фически отношение приращений численно равно 
тангенсу угла наклона касательной);

Х(0 , у0 — значение соответственно параметра i-ro источника 
погрешности и измеряемого параметра в точке из­
мерения.

При нелинейной зависимости измеряемого параметра от пара­
метра t-ro источника погрешности коэффициент влияния опреде­
ляют в точке с наибольшей крутизной.

1.4. Т р е б о в а н и я  б е з о п а с н о с т и
1.4.1. Общие требования безопасности к проведению измере­

ний параметров коммутаторов и ключей— по ГОСТ 12.3.019—80.
1.4.2. Требования безопасности при выполнении защитного з а ­

земления или зануления измерительных установок — по ГОСТ 
12.1.030—81.

1.4.3. Требования безопасности к конструкции измерительных 
установок должны соответствовать требованиям, установленным 
в ГОСТ 12.2.007.0—75, стандартах или ТУ на приборы и измери­
тельные установки и «Правилах устройства электроустановок», 
утвержденных Госэнергонадзором.

1.4.4. Требования безопасности к конструкции измерительных
установок должны соответствовать требованиям, установленным в 
ГОСТ 12.2.007.0—75, стандартах или ТУ на приборы и измери­
тельные установки и «Правилах устройства электроустановок», 
утвержденных Госэнергонадзором.
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1.4.5. Требования безопасности к проведению измерений пара­
метров на измерительно-вычислительных комплексах— по ГОСТ 
22261—82.

2. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ОТКРЫТОМ 
СОСТОЯНИИ И ОСТАТОЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

2.1. П р и н ц и п  и з м е р е н и я
Метод основан на измерении напряжения между аналоговым 

входом и выходом открытого канала микросхемы при заданном 
значении тока.

2.2. А п п а р а т у р а
2.2.1. Измерения следует проводить на установке, электричес­

кая структурная схема которой приведена на черт. 1.

ДА

DA — измеряемая микросхема; S/, S2, ... , S m — аналоговые входы;
Dl, D2....... D п — аналоговые выходы; INI , IN2..........  IN ̂  — управля­
ющие входы; U —. вывод питания; G1—G4 — источники постоянного 
напряжения; G5 — источник постоянного тока; ЯЛз — переклю­
чатели; SA1 — коммутационное устройство, обеспечивающее подклю­
чение INI, IN2, ... , INk  к Glt G2; PV — измеритель напряжения

Черт. 1

2.2.2. Погрешность измерителя напряжения PV  не должна вы­
ходить за пределы ±1% при £/>500 мВ и ± 2 % — при 
^ 5 0 0  мВ,

Входное сопротивление измерителя напряжения PV (Rbxpv) 
должно удовлетворять условию

Я в х ^ > 1 о о я ОТк тах> (5)
где ^отктах — максимальное значение сопротивления в откры­

том состоянии измеряемой микросхемы.
Измеритель RV  может быть проградуирован в единицах сопро­

тивления.
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2.3. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
2.3.1. К измерительной установке подключают микросхему.
2.3.2. От источников G1—G5 подают режим, указанный в ТУ 

на микросхемы конкретных типов.
2.3.3. Измерителем напряжения PV определяют напряжение U 

между аналоговым входом и выходом. Напряжение U является 
остаточным напряжением микросхемы.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.3.4. Измерения проводят для всех каналов микросхемы.
2.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
Сопротивление (Я0тк) микросхемы в открытом состоянии рас­

считывают по формуле

Я о т к =  - Г -  .  ( 6 )

где / — ток, задаваемый источником постоянного тока G5;
U — см. п. 2.3.3.

2.5. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и я
Погрешность измерения сопротивления в открытом состоянии

микросхемы — в пределах ±5%  с вероятностью 0,95. При значе­
нии измеряемого параметра < 5  Ом погрешность измерения — в 
пределах ±10%  с вероятностью 0,95.

Расчет показателей точности измерения сопротивления в от­
крытом состоянии приведен в приложении 1 (разд. 1).

3. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОКОВ УТЕЧКИ АНАЛОГОВОГО ВХОДА 
И ВЫХОДА

3.1.  П р и н ц и п  и з м е р е н и й
Метод основан на измерении поступающего от источников на­

пряжения тока утечки, протекающего через аналоговый вход (вы­
ход) при закрытом канале.

3.2. А п п а р а т у р а
3.2.1. Измерения следует проводить на установке, электричес­

кая структурная схема которой приведена на черт. 2.
3.2.2. Погрешность измерителей тока РА1 и РА2 не должна 

выходить за пределы ± 1% при значении измеряемого параметра 
более 10 мА, ± 5 % — при значении в интервале от 100 нА до 
10 мА, ±7%  — при значении до 100 нА.

3.3. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
3.3.1. К измерительной установке подключают микросхему.
3.3.2. От источников напряжения G3—G5 подают режим, ука­

занный в ТУ на микросхемы конкретных типов.
3.3.3. На управляющие входы подают от источников напряже­

ния G1 и G2 заданную в ТУ на микросхемы конкретных типов 
комбинацию напряжения, обеспечивающую закрытое состояние 
измеряемого канала.
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DA — измеряемая микросхема; St, S2, ... , Sm — аналоговые 
входы; Dl, D2, ..., Dn — аналоговые выходы. /W/, IN2, ... ,

— управляющие входы; У — вывод питания; G1—GS — 
источники постоянного напряжения; SA2, 5ЛЗ — переключате­
ли; SA1 — коммутационное устройство, обеспечивающее под­
ключение INI, 1N2, ... ( INfo к Gl. G2; РЛ/, РЛ2 — измерители 

тока
Черт. 2

3.3.4. Ток утечки аналогового входа измеряют измерителем 
тока РА 1, ток утечки аналогового выхода — измерителем тока 
РА 2.

3.3.5. Измерение проводят для всех каналов микросхемы. До­
пускается измерять ток утечки при параллельном соединении ана­
логовых входов (выходов), что указывается в ТУ на микросхемы 
конкретных типов.

3.4. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и я
Погрешность измерения тока утечки аналогового входа (вы­

хода) микросхемы — в пределах ±10% с вероятностью 0,95. При 
значении измеряемого параметра ^ 1 0  нА — в пределах ±15% 
с вероятностью 0,95.

Расчеты показателей точности измерения тока утечки аналого­
вого входа и тока утечки аналогового выхода приведены в при­
ложении I (разд. 2, 3).

4. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ВХОДНОГО ТОКА ВЫСОКОГО И НИЗКОГО 
УРОВНЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

4.1. П р и н ц и п  и з м е р е н и й
Метод основан на измерении тока, протекающего через управ­

ляющий вход микросхемы, при подаче на него высокого или низ­
кого уровня управляющего напряжения.

4.2. А п п а р а т у р а
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4.2.1. Измерение следует проводить на установке, электричес­
кая структурная схема которой приведена на черт. 3.

4.2.2. Погрешность измерителя тока РА не должна выходить 
ка пределы ± 1% при значении измеряемого параметра более 
10 мА, ± 5 % — при значении в интервале от 100 нА до 10 мА, 
± 7 %  — при значении до 100 нА.

JJA

DA — измеряемая микросхема; INI, IN2, .. , 
>tNk — управляющие входы; V — вывод пи­
тания; Gl, G2 — источники постоянного на- 
пряженля; SA — переключатель; РА — из­

меритель тока

Черт. 3

4.3. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
4.3.1. К измерительной установке подключают микросхему.
4.3.2. От источника напряжения G2 подают напряжение, ука­

занное в ТУ на микросхемы конкретных типов.
4.3.3. От источника G1 на управляющий вход подают соответ­

ственно напряжение высокого или низкого уровня, указанное в 
ТУ на микросхемы конкретных типов.

4.3.4. Входной ток высокого уровня управляющего напряже­
ния или входной ток низкого уровня управляющего напряжения 
измеряют измерителем тока РА.

4.3.5. Измерение проводят для всех управляющих входов ми­
кросхемы. Допускается измерять входной ток высокого (низкого) 
уровня управляющего напряжения при параллельном соединении 
управляющих входов, что указывается в ТУ на микросхемы кон­
кретных типов.

4.4. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и я
Погрешность измерения входного тока высокого (низкого) 

уровня управляющего напряжения микросхемы — в пределах 
.±10%  с вероятностью 0,95.

Расчет показателей точности измерения входного тока высо­
кого (низкого) уровня управляющего напряжения приведен в 
приложении 1 (разд. 4).
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5. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА ПОТРЕБЛЕНИЯ, ТОКА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПРИ НИЗКОМ И ВЫСОКОМ УРОВНЯХ УПРАВЛЯЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 

РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ

5.1. П р и н ц и п  и з м е р е н и я
Метод основан на измерении тока, протекающего через вывод 

питания микросхемы, при подаче на управляющие входы пере­
менного (импульсного) напряжения, напряжения низкого или вы­
сокого уровней.

5.2. А п п а р а т у р а
5.2.1. Измерения следует проводить на установке, электричес­

кая структурная схема которой приведена на черт. 4.

ОА — измеряемая микросхема; INt„ 
JN2, ... , Ш % — управляющие входы; 
U — вывод питания, 02  — источник 
постоянного напряжения, G1 — источ­
ник постоянного или импульсного на­

пряжения, РА — измеритель тока

5.2.2. Погрешность измерителя тока РА не должна выходить 
за пределы ± 3 % .

5.3. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
5.3.1. Подключают микросхему к измерительной установке.
5.3.2. От источника напряжения G2 подают на вывод питания 

напряжение, указанное в ТУ на микросхемы конкретных типов.
5.3.3. От источника напряжения G1 подают на управляющие 

входы переменное (импульсное) напряжение, напряжение низкого 
или высокого уровня, указанное в ТУ на микросхемы конкретных 
типов. При измерении тока потребления в ТУ на микросхемы кон­
кретных типов дополнительно указывают комбинацию управляю­
щих напряжений низкого и высокого уровней или частоту управ­
ляющего напряжения.

5.3.4. Ток потребления, ток потребления при низком и высо­
ком уровнях управляющего напряжения измеряют измерителем 
тока РА.

5.3.5. Измерения проводят для всех выводов питания или в об­
щем проводе микросхемы, что указывают в ТУ на микросхемы 
конкретных типов.

5.3.6. Потребляемую мощность (Р„от) рассчитывают как сум­
му произведений токов потребления на напряжение источника пи­
тания всех выводов питания микросхемы по формуле

Р п о т ^ -^ п о т ,  U ai 1п о т , £/п. ( 7 )

где /пот,» /пот, — токи потребления;
Un i, Uа,— напряжения источников питания.

мл

Черт. 4
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5.4. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и я
Погрешность измерения тока потребления, тока потребления 

при низком и высоком уровнях управляющего напряжения микро­
схем— в пределах ± 5%  с вероятностью 0,95.

Расчет показателей точности измерения тока потребления при 
низком и высоком уровнях управляющего напряжения приведен в 
приложении 1 (разд. 5).

« . МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ, ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

6.1. П р и н ц и п  и з м е р е н и я
Метод основан на измерении интервала времени между им­

пульсами управляющего и выходного напряжений при заданных 
уровнях отсчета.

DA — измеряемая микросхема; Si,  S2, ... , Sm — аналоговые входы; Dl, D2, 
. . . ,  Dn ~  аналоговые выходы; INI, IN2, ... , IN ̂  — управляющие входы; 

U — вывод питания; G2—G6 — источники постоянного напряжения*; G1 — 
генератор импульсов; SA1 — коммутационное устройство, обеспечивающее 
подключение INI, W 2t ... t IN^  к G1—G3; SA2 — коммутационное устройство, 
обеспечивающее подключение S /,  S2, ... , S m к G4, G5; SA3 — переключа­
тель; — сопротивление нагрузки; Сн — емкость нагрузки; Р — измери­

тель временных интервалов
Черт. 5

6.2. А п п а р а т у р а
6.2.1. Измерения следует проводить на установке, электричес­

кая структурная схема которой приведена на черт. 5.
6.2.2. Значения амплитуды верхнего и нижнего уровней им­

пульса, длительности импульса, длительности фронта и (или)
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среза импульса, частоты следования или скважности устанавликр- 
ют в ТУ на микросхемы конкретных типов.

6.2.3. Погрешность установления и поддержания уровней от­
счета не должна выходить за пределы ±  10%.

6.2.4. Погрешность измерителя временны* интервалов Р  (ос­
циллографа или другого измерительного устройства) не должна 
выходить за пределы ± 5 %  при значении измеряемого параметра 
более 300 нс, ± 8 % — при значении в интервале от 10 нс д о300н с; 
устанавливается в ТУ на микросхемы конкретных типов при зна­
чении менее 10 нс.

Измеритель временных интервалов Р должен иметь время на­
растания переходной характеристики (f„,p ), соответствующее не­
равенству:

/и,р<  ~i~ t, (8)

где t — время включения, выключения, переключения микро­
схемы.

6.2.5. Значения сопротивления и емкости нагрузки должны со­
ответствовать указанным в ТУ на микросхемы конкретных типов. 
Допустимое отклонение сопротивления нагрузки не должно вы­
ходить за пределы ± 1 % ,  емкости нагрузки — за пределы ± 5 % .

В сопротивление нагрузки включают сопротивление нагрузоч­
ного резистора и входное сопротивление измерителя временных; 
интервалов, в емкость нагрузки — емкость нагрузочного конден­
сатора, емкость измерителя временных интервалов и емкость мон­
тажа.

6.2.6. Генератор импульсов G1 и измеритель временных ин­
тервалов Р при необходимости могут соединяться с измеряемой 
микросхемой согласованной линией связи. При этом условия со­
гласования должны быть указаны в ТУ на микросхемы конкрет­
ных типов.

6.2.7. При измерении времени включения, выключения и пере­
ключения комбинация всех потенциалов на управляющих входах 
должна обеспечивать соответственно открывание (включение) 
канала, закрывание (выключение) канала, переход в противопо­
ложное состояние двух каналов (переключение) микросхемы.

6.3. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
6.3.1. К измерительной установке подключают микросхему.
6.3.2. От источников постоянного напряжения G2— G6 и гене­

ратора импульсов G1 подают напряжения, указанные в ТУ на 
микросхемы конкретных типов.

6.3.3. Время включения и (или) выключения, а также время 
переключения измеряют измерителем временных интервалов Р..

6.3.4. Время включения, выключения и переключения опреде­
ляют как интервал времени между уровнями отсчета на фронтах
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или срезах импульсов управляющего и выходного напряжений в  
режиме соответственно включения, выключения, переключения. 
Пример графического представления времени включения, выклю­
чения и переключения приведен на черт. 6.

А1 — 50 %-яый уровень амплитуды импульса; А2~А4  — заданные уровни 
амплитуды импульсов

Черт. 6

6.3.5. Уровень отсчета импульса управляющего напряжения 
устанавливают равным 50% амплитуды импульса, уровень отсче­
та  импульса выходного напряжения устанавливают в ТУ на ми-
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кросхемы конкретных типов. При измерении времени выключения 
уровни отсчета устанавливают таким образом, чтобы время вы­
ключения определялось в основном свойствами микросхемы, а не 
внешними электрическими цепями. Требования к установлению 
уровней отсчета импульсов приведены в приложении 2.

6.3.6. Измерение времени включения и выключения проводят 
по каждому каналу. Допускается проводить измерения по одному 
или нескольким каналам, указанным в ТУ на микросхемы конкрет­
ных типов. Измерение времени переключения проводят при 
переключении каналов, указанных в ТУ на микросхемы конкрет­
ных типов.

6.4. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и я
Погрешность измерения времени включения, выключения и 

переключения — в пределах ±  10% с вероятностью 0,95. При зна­
чении измеряемого параметра < 5  нс погрешность измерения — в 
пределах ±  15% с вероятностью 0,95.

Расчет показателей точности измерения времени включения, 
выключения и переключения приведен в приложении 1 (разд. 6).

7. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПОДАВЛЕНИЯ СИГНАЛА 
РАЗОМКНУТЫМ КЛЮЧОМ И КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕДАЧИ 

ПО НАПРЯЖЕНИЮ

7.1. П р и н ц и п  и з м е р е н и й
Метод основан на измерении переменной составляющей выход­

ного напряжения закрытого (открытого) канала при подаче на 
аналоговый вход коммутируемого напряжения переменного тока.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
7.2. А п п а р а т у р а
7.2.1. Измерения следует проводить на установке, электричес­

кая структурная схема которой приведена на черт. 7.
7.2.2. Погрешность измерителей переменного напряжения долж­

на быть в пределах ± 5 % .  Допускается применять в качестве из­
мерителей переменного напряжения PV1, PV2 измеритель отно­
шений.

7.2.3. Погрешность, вносимая контактирующим устройством из­
мерительной установки за счет паразитных емкостей контактов, не 
должна выходить за пределы ± 5 %  значения измеряемого напря­
жения сигнала.

7.2.4. Полосовой фильтр А устанавливают при наличии помех. 
Погрешность значения коэффициента передачи полосового фильт­
ра не должна выходить за  пределы ± 3 % . Полосу пропускания 
полосового фильтра указывают в ТУ на микросхемы конкретных 
типов.

7.2.5. Значения сопротивления нагрузки, сопротивления резис­
тора на аналоговом входе и емкости нагрузки должны соответство-
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вать указанным в ТУ на микросхемы конкретных типов. В сопро­
тивление нагрузки включают сопротивление нагрузочного резисто­
ра, входное сопротивление полосового фильтра или измерителя си­
нусоидальных сигналов, в емкость нагрузки — емкость нагрузоч­
ного конденсатора, входную емкость полосового фнльтра или из­
мерителя синусоидальных сигналов и емкость монтажа.

ПА

DA — измеряемая микросхема; SI, S2, ... , Sm — аналоговые входы; Dit D2, ... , Dn — 
аналоговые выходы; INI, 1N2, ... , — управляющие входы; U — вывод питания; Gi—
03 — источники постоянного напряжения; 04 — генератор синусоидального напряжения; 
SA1 — коммутационное устройство, обеспечивающее подключение источников постоянного 
напряжения G/, G2 к управляющим входам IN l t W 2 , ... , SA2, SA3 — переключатели; 

А — полосовой фильтр; R — резистор на аналоговом входе; Д н — сопротивление нагрузки; 
с н — емкость нагрузки; PV1, PV2 — измерители синусоидального напряжения

Черт. 7

Допустимое отклонение сопротивления резистора нагрузки и 
сопротивления резистора на аналоговом входе не должно выходить 
за пределы ± 1 %,  емкости нагрузки — за пределы ± 5% .

7.3. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
7.3.1. К измерительной установке подключают микросхему.
7.3.2. От источников постоянного напряжения G1—G3 и от гене­

ратора синусоидального напряжения G4 подают напряжения, ука­
занные в ТУ на микросхемы конкретных типов.

7.3.3. Измерителями синусоидального напряжения PV1 и PV2 
измеряют переменные напряжения.

7.3.4. Коэффициент подавления сигнала разомкнутым ключом в 
коэффициент передачи по напряжению измеряют по каждому ка­
налу. Допускается проводить измерения по одному или нескольким 
каналам, указанным в ТУ на микросхемы конкретных типов.

7.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в  и з м е р е н и й
Значение коэффициента подавления сигнала разомкнутым клю­

чом (Кпод к ) в децибелах определяют по формуле

Knofl.K=201g (8а)
l̂ Bbix
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где UBX, UBblx — соответственно действующее напряжение, изме­
ренное измерителями PV1, PV2, мВ;

/Спи — коэффициент передачи полосового фильтра. 
Значение коэффициента передачи по напряжению (Кпи) в еди­

ницах и в децибелах определяют по формулам:

/Сп и— UbUX
УвхКпи

(86)

Кпи =201g 77% l _  . (8в)
t/»xAny

При отсутствии полосового фильтра Кпи *=1.
7.5. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и й  
Погрешность измерения коэффициента подавления сигнала ра­

зомкнутым ключом и коэффициента передачи по напряжению — в 
пределах ±10%  с вероятностью 0,95.

Расчет показателей точности измерения коэффициента подав­
ления сигнала разомкнутым ключом и коэффициента передачи по 
напряжению приведен в приложении 3 (разд. 1).

7.3.4.—7.5. (Измененная редакция, Изм. № 2).

8. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛИТУДЫ ВЫБРОСОВ НАПРЯЖЕНИЯ 
НА АНАЛОГОВОМ ВЫХОДЕ. РАСЧЕТ ИНЖЕКТИРОВАННОГО ЗАРЯДА

8.1. П р и н ц и п  и з м е р е н и й
Метод основан на измерении импульсного напряжения на ана­

логовом выходе микросхемы в режиме переключения при наличии 
или отсутствии коммутируемого напряжения.

8.2. А п п а р а т у р а
8.2.1. Измерения следует проводить на установке, электричес­

кая структурная схема которой приведена на черт. 8.
8 .2.2. Погрешность измерителя импульсного напряжения Р не 

должна выходить за пределы ± 5 %.
8.2.3. Значения амплитуды верхнего и нижнего уровней управ­

ляющего импульса, длительности управляющего импульса, длитель­
ности фронта и среза управляющего импульса, частоты следования 
или скважности устанавливают в ТУ на микросхемы конкретных 
типов.

8.2.4. Импульсный усилитель А2 применяют при необходимости 
(при малом значении амплитуды выбросов напряжения). Суммар­
ная погрешность импульсного усилителя А2 и измерителя импуль­
сного напряжения Р не должна быть более значения погрешности 
измерения амплитуды выбросов, установленного настоящим стан­
дартом. Полоса пропускания импульсного усилителя устанавлива­
ется в ТУ на микросхемы конкретных типов.

8.2.5. Значения сопротивления и емкости нагрузки должны со­
ответствовать указанным в ТУ на микросхемы конкретных типов.
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В сопротивление нагрузки включают сопротивление нагрузочного 
резистора и входное сопротивление импульсного усилителя или из­
мерителя импульсного напряжения, в емкость нагрузки — емкость 
нагрузочного конденсатора, входную емкость импульсного усили­
теля и емкость монтажа. Значение длительности и периода управ­
ляющих импульсов должно быть таким, чтобы в течение времени, 
равного длительности управляющего импульса, снижение ампли­
туды выбросов напряжения не выходило за пределы ± 1 0 % .  Д о­
пустимое отклонение сопротивления резистора нагрузки не долж­
но выходить за пределы ± 1 % ,  емкости нагрузки — за пределы 
± 5 % .

(Измененная редакция, Изм. № 2).

DA — измеряемая микросхема; S I , S2 , ... , S т  — аналоговые входы; D l , D2,
, Оп — аналоговые выходы; INl,  JN2, ... , IN ̂  — управляющие входы;

U —вывод питания; Gi  — генератор импульсов; G2—G5 — источники постоян­
ного напряжения; A t  — устройство, обеспечивающее задание условий из­
мерения на аналоговых входах; — сопротивление нагрузки; Сн — ем­
кость нагрузки; А 2 — импульсный усилитель; Р — измеритель импульсного 
напряжения; SA t  — коммутационное устройство, обеспечивающее подключе­
ние генератора импульсов Gt и источников постоянного напряжения G2 и G3 

к управляющим входам INI, 1N2, ... , IN ̂  ; SA2, SA3 — переключатели
Черт. 8

8.2.6. Значения сопротивлений резисторов и емкостей конден­
саторов устройства А1 указываются в ТУ на микросхемы конкрет­
ных типов. Допустимое отклонение сопротивлений резисторов не 
должно выходить за пределы ± 1 % ,  емкостей конденсаторов — за 
пределы ± 5 % .

8.3. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
8.3.1. К измерительной установке подключают измеряемую мик­

росхему.
8.3.2. Переключатель SA2 устанавливают в положение, указан­

ное на черт. 8.
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8.3.3. От источников постоянного напряжения G2— G5 и от ге­
нератора импульсов G1 подают напряжения, значения которых 
указаны в ТУ на микросхемы конкретных типов.

8.3.4. Амплитуду выбросов напряжения измеряют измерителем 
Р  в соответствии с черт. 9.

А  — уровень амплитуды выходного импульса
Черт. 9

8.3.5, Амплитуды выбросов напряжения на аналоговом выходе 
измеряют по каждому каналу. Допускается проводить измерения 
по одному или нескольким каналам, указанным в ТУ на микросхе­
мы конкретных типов.

8.3 .6, Допускается измерять амплитуду выбросов напряжения 
при наличии коммутируемого напряжения. При этом переключа­
тель SA 2 устанавливают в положение к источнику постоянного на­
пряжения G5.

8.3.7, Инжектированный заряд (Q) в пикокулонах рассчиты­
ваю т по формуле

Q = C H*t/aH,Aj (8г)
где t/ан, а — амплитудное значение напряжения на аналоговом вы­

ходе, В;
С н — емкость нагрузки, пФ.

(Измененная редакция, Изм. № 2 ).
8.4. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и й
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Погрешность измерения амплитуды выбросов напряжения на 
аналоговом выходе микросхемы — в пределах ± 10% с вероят­
ностью 0,95.

Определение показателей точности измерения амплитуды выб­
росов напряжения на аналоговом выходе приведено в приложе­
нии 3 (разд. 2 ).

9. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПОДАВЛЕНИЯ 
СИГНАЛА МЕЖДУ КАНАЛАМИ

9.1. П р и н ц и п  и з м е р е н и й
Метод основан на измерении переменной составляющей выход­

ного напряжения закрытого канала при подаче на аналоговый 
вход другого открытого канала коммутируемого напряжения пе­
ременного тока.

9.2. А п п а р а т у р а
9.2.1. Измерения следует проводить на установке, электричес­

кая структурная схема которой приведена на черт. 10.
9.2.2. Погрешность измерителей переменного напряжения дол­

жна быть в пределах ± 5 % .  Допускается применять в качестве 
измерителей переменного напряжения PV1 и PV2 измеритель от­
ношений.

9.2.3. Погрешность, вносимая контактирующим устройством из­
мерительной установки за  счет паразитных емкостей контактов, не 
должна выходить за  пределы ± 5 %  значения измеряемого напря­
жения сигнала.

9.2.4. Полосовой фильтр А устанавливают при наличии помех. 
Погрешность значения коэффициента передачи полосового фильт­
ра не должна выходить за  пределы ± 3 % .  Полосу пропускания 
полосового фильтра указывают в ТУ на микросхемы конкретных 
типов.

9.2.5. Значение сопротивления нагрузки, сопротивления резис­
торов на аналоговых входах, конденсатора нагрузки, блокировоч­
ных конденсаторов и конденсатора С2 должны соответствовать 
указанным в ТУ на микросхемы конкретных типов.

В сопротивление нагрузки включают сопротивление нагрузоч­
ного резистора, входное сопротивление полосового фильтра или 
измерителя синусоидальных сигналов, в емкость нагрузки — ем­
кость нагрузочного конденсатора, входную емкость полосового 
фильтра или измерителя синусоидальных сигналов и емкость мон­
таж а.

Допустимое отклонение сопротивлений резисторов на аналого­
вых входах и резисторов нагрузки не должно выходить за пределы 
± 1%, конденсатора С2 и конденсатора нагрузки — за  пределы 
± 5 % .

9.3. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
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Схема измерения коэффициента подавления сигнала между каналами

DA

DA ~  измеряемая микросхема; S/, S2, ... , S т — аналоговые входы; DJ, D2% . . . ,
D п — аналоговые выходы; U — вывод питания; INI, IN 2 t ... , IN ̂  — управляющие 
входы; G1—G3 — источники постоянного напряжения; G4 — генератор синусои­

дального напряжения; SA1 — коммутационное устройство, обеспечивающее под­
ключение источников постоянного напряжения Gl, G2 к управляющим входам IN1,
IN2, ... , IN^ ; SA2—SA4 — переключатели; RI — резистор на аналоговом входе от­
крытого канала; R2 —. резистор на аналоговом выходе открытого канала; /?н — 
резистор нагрузки: Сн — конденсатор нагрузки; С1 — блокировочный конденсатор;
С2 — конденсатор на аналоговом выходе открытого канала; PVI, PV2 — измери­

тели синусоидальных напряжений; Д — полосовой фильтр
Черт, Ю

9.3.1. К измерительной установке подключают микросхему.
9.3.2. От источников постоянного напряжения G1—G3 и от ге­

нератора синусоидального напряжения G4 подают напряжения, 
указанные в ТУ на микросхемы конкретных типов.

9.3.3. Измерителями синусоидального напряжения PV1 и PV2  
измеряют переменные напряжения.

9.3.4. Измерение коэффициента подавления сигнала между ка­
налами проводят по каждому каналу. Допускается проводить из­
мерения по одному или нескольким каналам, указанным в ТУ на 
микросхемы конкретных типов.

9.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в  и з м е р е н и й  
Значение коэффициента подавления сигнала между каналами

(* п о д  ) в децибелах определяют по формуле

* " “ - 20 ' 6  ■ (8 д )
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гае  UK  — действующее напряжение, измеренное измерителем 
PV1, мВ;

UBm — действующее напряжение, измеренное измерителем 
PV2, мВ.

9.5. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и й
Погрешность измерения коэффициента подавления сигнала меж­

ду каналами — в пределах ± 1 0 %  с вероятностью 0,95. При частоте 
измерения более 1 М Гц ± 1 5 %  с вероятностью 0,95.

Расчет показателей точности измерения коэффициента подав­
ления сигнала-между каналами приведен в приложении 4 (разд. 1).

10. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЕМКОСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО ВХОДА, 
АНАЛОГОВОГО ВХОДА И ВЫХОДА, ЕМКОСТИ МЕЖДУ 

АНАЛОГОВЫМ ВХОДОМ И ВЫХОДОМ

10.1. П р и н ц и п  и з м е р е н и й
Метод основан на измерении падения напряжения на токосъем­

ном резисторе, возникающем за  счет емкостной реактивной состав­
ляющей тока, протекающего через управляющий вход, аналоговый 
вход (выход), между аналоговым входом и аналоговым выходом, 
вызванного источником синусоидального напряжения.

Допускается измерять емкость управляющего входа, аналого­
вого входа (вы хода), емкость между аналоговым входом и анало­
говым выходом мостовым методом (см. приложение 5).

10.2 . А п п а р а т у р а
10.2.1. Измерения следует проводить на установках электричес­

кие структурные схемы которых приведены на черт. 11— 14.
10.2 .2 . Измерения проводят на малом сигнале, т. е. при измене­

нии амплитуды сигнала генератора G4 в два раза изменение из­
меряемой емкости не должно выходить за  пределы погрешности 
измерения.

10.2.3. Частоту измерения указывают в ТУ на микросхемы кон­
кретных типов из ряда: 100, 465 кГц, 1, 5 10, 30 МГц.

10.2.4. Сопротивление токосъемного резистора (R) определяют 
из условия

/?< I
10тСх ’ (8е)

где <о — угловая частота измерения;
С х — измеряемая емкость микросхемы.
В качестве токосъемного резистора может быть использовано 

входное сопротивление измерителя синусоидального напряжения
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10.2.5. Погрешность, вносимая контактирующим устройством 
измерительной установки за счет паразитных емкостей контактов 
и монтажа, не должна выходить за пределы ±5% значения изме­
ряемого напряжения сигнала.

Схема измерения емкости управляющего входа

DA

D A  — измеряемая микросхема; S i ,  S 2 ......... S m — аналоговое
входы; D/, D 2 ,  ... , D n  — аналоговые выходы; U  — вывод 
питания; INI, IN2, . , IN ^ — управляющие входы; OV — об­
щий вывод; GI—G3 — источники постоянного напряжения; G4 — 
генератор синусоидального напряжения, SA1 — коммутационное 
устройство, обеспечивающее подключение источников постоян­
ного напряжения G7, G2 и генератора G4 к управляющим 
входам INI, IN2, ... , I N ^ ; CI — разделительный конденсатор; 
С2 — блокировочный конденсатор; R — токосъемный резистор;

PV — измеритель синусоидального напряжения

Черт. М

10.2.6. Емкость разделительного конденсатора (С1) определяют 
из условия

1 ^  R g 4
coCl %  10 »

(8ж )

где Rg4 — выходное сопротивление генератора синусоидального 
напряжения.
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Конденсатор С1 может отсутствовать, если генератор G4 имеет 
на выходе собственный резделительный конденсатор.

Емкость блокировочного конденсатора С2 определяют из усло­
вия

1
® С 2

R
100 (8з)

Схема измерения емкости аналогового входа

DA

DA — изм еряем ая микросхема; S 1, S2, , S  — ан а­
логовые входы, £>Д D2t ... , Dn — аналоговые выходы; 
U — вывод питания; IN I, IN2, ... , IN ^ — управляю щие 
ВХОДЫ; OV ~  общий вывод; G1 — G3 — источники по­
стоянного напряжения; G4 — генератор синусоидального 
напряжения.; SA1 — коммутационное устройство, обес­
печивающее подключение источников постоянного н а ­
пряжения С/Д G2 к управляю щим входам  IN I, 1N2, . ,
INfr', SA2 — переключатель; C l — разделительный кон- 
денсатор , С2 — блокировочный конденсатор; Н — токо- 
;ъемный резистор, PV — измеритель синусоидального 

напряжения

Черт. 12

10.2.7. Выходное сопротивление (Re4 ) генератора синусоидаль­
ного напряжения определяют из условия

R a  4 - С
1

10соСх '
(8и)
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Схема измерения емкости аналогового выхода

DA

генератор синусоидального напряжения. SA1 — коммутацион­
ное устройство, обеспечивающее подключение источников по­
стоянного напряжения Gl, G2 к управляющим входам JN1,
IN2, ... , IN  k SA2  — переключатель; Cl — разделительный 
конденсатор; С2 — блокировочный конденсатор; R — токо­
съемный резистор; PV  — измеритель синусоидального напря­

жения
Черт. 13

10.2.8. Погрешность измерителя синусоидального напряжения 
PV не должна выходить за пределы ±5%. Измеритель PV может 
быть проградуирован в единицах емкости.

10.3. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
10.3.1. К измерительной установке подключают вместо микро­

схемы калибровочный конденсатор Сил между выводами IN1 я 
OV (черт. И), между выводами S1 и OV (черт. 12), между выво­
дами D1 и OV (черт. 13) и между выводами S1 и D1 (черт. 14). 
Емкость конденсатора Скл должна составлять 50—150% от изме­
ряемой емкости микросхемы. Допустимое отклонение конденсатора 
Скл не должно выходить за пределы ±1%.

10.3.2. От генератора G4 подают переменное напряжение.
10.3.3 Измерителем PV измеряют значение напряжения £/кл.
10.3.4. К измерительной установке подключают измеряемую 

микросхему.
10.3.5. От источников постоянного напряжения G1— G3 и от ге­

нератора синусоидального напряжения G4 подают напряжения, 
значения которых указаны в ТУ на микросхемы конкретных типов.
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Схема измерения емкости между аналоговым входом и выходом

DA

D A  — измеряемая микросхема; S/, S2, ... , S — аналоговые входы;
D l ,  D 2 ,  ... , — аналоговые выходы; V  — вывод питания: I N I ,  1N2,

... , I N й — управляющие входы; OV — общий вывод; G1—G3 — источ­
ники постоянного напряжения; G4 — генератор синусоидального на­
пряжения; 5/1 / — коммутационное устройство, обеспечивающее под­
ключение источников постоянного напряжения Gl, G2 к управляющим 
входам I N I ,  IN 2 ,  . .. .  I N ^  S A 2 , S A 3  — переключатели; C I  — разде­
лительный конденсатор; С2 — блокировочный конденсатор, R — токо­

съемный резистор; P V  — измеритель синусоидального напряжения
Черт. 14

10.3.6. Измерителем PV измеряют значение напряжения U х .
10.3.7, Измерение напряжения Ux проводят по каждому кана­

лу. Допускается проводить измерение по одному или нескольким 
каналам, указанным в ТУ на микросхемы конкретных типов.

10.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
10.4.1. Измеряемую емкость (Сх ) в пикофарадах рассчитывают 

по формуле
Сх= С кл- у ^ — , (8к)

где Ux — напряжение на резисторе R при измерении, мВ;
UKJl — напряжение на резисторе R при калибровке, мВ.
10.5, П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и я
Погрешность измерения емкости управляющего входа, аналого­

вого входа и выхода, между аналоговым входом и выходом — в пре 
делах ±10% с вероятностью 0,95. При значении измеряемого па­
раметра ^ 3  пФ — в пределах ±15% с вероятностью 0,95.

Расчет показателей точности измерения приведен в приложе­
нии 4 (разд. 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Рекомендуемое

1. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ И ОСТАТОЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

1.1. Погрешность (64), вызванную погрешностью измерителя напряжения 
P V, рассчитывают по формуле

61=6PV* (9)
где бру — относительная погрешность измерителя напряжения PV.

1.2. Погрешность (62), вызванную неточностью соблюдения неравенства (5) 
настоящего стандарта, рассчитывают по формуле

5 Аотк max 
2 =  15■*'Отк max +Rex pv > (Ю)

где R отк ш ах— максимальное значение сопротивления в открытом состоянии, 
указанное в ТУ на микросхемы конкретных типов;

RBXpy — входное сопротивление измерителя напряжения PV.
13. Погрешность (бз), вызванную неточностью установления и поддержа­

ния напряжения питания микросхемы, рассчитывают по формуле

й з = « А / п . (11)

где а { — коэффициент влияния напряжения питания на сопротивление в откры­
том состоянии;

б и — погрешность установления я поддержания напряжения питания ми­
кросхемы

1 4. Погрешность (64), вызванную неточностью установления и поддержа­
ния постоянного тока, рассчитывают по формуле

Ь ^ а гЬ1 , ( 12)

где й2— коэффициент влияния генератора тока на сопротивление в открытом 
состоянии;

6t — погрешность установления и поддержания постоянного тока.
1.5. Погрешность (65), вызванную неточностью установления и поддержа­

ния микросхемы в открытом состоянии управляющими напряжениями, рас­
считывают по формуле

» (13)упр
где аг— коэффициент влияния управляющего напряжения на сопротивление в 

открытом состоянии;
Ьп — погрешность установления и поддержания управляющих напряжений, 

упр
обеспечивающих открытое состояние канала.

1.6. Погрешность (б6), обусловленную влиянием температуры окружающей 
среды на сопротивление в открытом состоянии, рассчитывают по формуле

ы±т
RоткпНп

(14)

где Ъ — коэффициент влияния температуры окружающей среды на сопротив­
ление в открытом состоянии;
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АТ — диапазон отклонений температуры от номинального значения, за­
данный в ТУ на микросхемы конкретных типов;

^oTKmin — минимальное значение сопротивления в открытом состоянии, ука­
занное в ТУ на микросхемы конкретных типов.

1.7. Погрешность (67), обусловленную наличием сопротивления контактов 
переключателей и контактного устройства, рассчитывают по формуле

«,=
£ ks+ K kd 

R oik min (15)

где R x S , RKD — сопротивления контактов переключателей и контактного уст­
ройства соответственно на аналоговом входе и выходе ми­
кросхемы.

1.8. Погрешность измерения (б£ ) рассчитывают по формуле

б2 — ± 1 . 1 3 V#1+ +
6
1

1=3
б?-)-д7 » (16)

где 61 — погрешность f-ro источника погрешности.

2. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМ ЕРЕНИЯ ТОКА УТЕЧКИ 
АНАЛОГОВОГО ВХОДА

2.1. Погрешность ( 6 i ) ,  вызванную погрешностью измерителя тока РА1, рас­
считывают по формуле

(17)

где — погрешность измерителя тока PAL
2 2. Погрешность (б2), вызванную конечным значением 

мерителя тока РА1} рассчитывают по формуле
/ Р_ \ I .вх т ? х  ' ' в х

сопротивления из-

(18)

где ^Ут вх max — максимальное значение тока утечки аналогового входа, ука­
занное в ТУ на микросхемы конкретных типов;

R bx — входное сопротивление измерителя тока РА1\
Us — напряжение на аналоговом входе микросхемы.

2 3. Погрешность (б3), вызванную неточностью установления и поддержа­
ния напряжения питания микросхемы, рассчитывают по формуле

б3— , (19)

где а х — коэффициент влияния напряжения питания на ток утечки аналого­
вого входа;

6 ,7 — погрешность установления и поддержания напряжения питания микро-
схемы.

2.4. Погрешность (64), вызванную неточностью установления и поддержания 
управляющих напряжений, обеспечивающих закрытое состояние измеряемого 
канала, рассчитывают по формуле

, ( 20)
УЛР

где а ? — юэффициент влияния управляющего напряжения на ток утечки анало­
гового входа;
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Ьп  — погрешность установления и поддержания управляющих напряжений 
ущ>

микросхемы.
2.5. Погрешность (65), вызванную влиянием температуры окружающей сре­

ды на ток утечки аналогового входа, рассчитывают по формуле
Ь ^ Т

Г >
ут.вх min

( 21)

где — коэффициент влияния температуры окружающей среды на ток 
утечки аналогового входа;

ДГ — диапазон отклонений температуры, указанный в ТУ на микросхе­
мы конкретных типов;

fy-r.Bxmin — минимальное значение тока утечки аналогового входа, указанное в 
ТУ на микросхемы конкретных типов.

2.6. Погрешность (6е), обусловленную влиянием влажности воздуха на 
токи утечки между точками 31, S 2 , S m и общей шиной, рассчитывают по 
формуле

7ут.вх min
( 22 )

где bI — коэффициент влияния влажности воздуха на токи утечки между точ­
ками S I , S 2, . . . ,  S m и общей шиной;

Дф — диапазон отклонений влажности воздуха от номинального значения, 
указанный в ТУ на микросхемы конкретных типов.

2.7. Погрешность (67), обусловленную паразитными токами утечки между 
точками S I, 3 2 , . .  . , S m и общей шиной, рассчитывают по формуле

------  . (23)
л ут.вх min

где / 5 — паразитный ток утечки между точками S I , S2, и общей шиной
при отсутствии микросхемы.

2.8. Погрешность измерения (б£ ) рассчитывают по формуле

*Z=- : U 3 j / "
«5

- г  +  Д 3 ч+Ь”
где 6 i — погрешность i-ro источника погрешности.

(24)

3. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА УТЕЧКИ 
АНАЛОГОВОГО ВЫХОДА

3.1. Погрешность (S i), вызванную погрешностью измерителя тока РА2, рас 
считывают по формуле

« i = W  (25)

где брА2— погрешность измерителя тока РА2.
3.2. Погрешность (62), вызванную конечным значением сопротивления из­

мерителя тока РЛ2, рассчитывают по формуле

/  JPл ут.вых max ' 'в х  РА2.ба=  j j (26)
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где / ут. вых тах  — максимальное значение тока утечки аналогового выхода, ука­
занное в ТУ на микросхемы конкретных типов;

/?вхрд2 — входное сопротивление измерителя тока РА2\
U s — напряжение на аналоговом выходе микросхемы.

3.3. Погрешность (бз), вызванную неточностью установления и поддержа­
ния напряжения питания микросхемы, рассчитывают по формуле

«3= Д^ут.иых 
^ут. вых min

(27)

где Д-7уТ.вых — изменение тока утечки аналогового выхода, обусловленное не­
точностью установления напряжения питания микросхемы;

I ут вд хти Г ”  минимальное значение тока утечки налогового выхода.
3.4. Погрешность (б4), вызванную неточностью установления и поддержа­

ния управляющих напряжений, обеспечивающих закрытое состояние канала, 
рассчитывают по формуле

, (28)
упр

где а2 — коэффициент влияния управляющего напряжения на ток утечки ана­
логового выхода;

5 // — погрешность установления и поддержания управляющего напряжения
упр

микросхемы.
3.5. Погрешность (65), вызванную влиянием температуры окружающей сре­

ды на ток утечки аналогового выхода, рассчитывают по формуле

6 , - Ьг\Т
/  » лут.вых min

(29)

где &i — коэффициент влияния температуры окружающей среды на ток утечки 
аналогового выхода;

АТ — диапазон отклонений температуры, указанный в ТУ на микросхемы 
конкретных типов;

/ ут.вых min— минимальное значение тока утечки аналогового выхода, указан­
ное в ТУ на микросхемы конкретных типов.

3.6. Погрешность (бе), обусловленную влиянием влажности воздуха на то­
ки утечки между точками S I , и общей шиной, рассчитывают по
формуле

А ,-  т  . (30)
‘ ут.вх  min

где — коэффициент влияния влажности воздуха на токи утечки между точ­
ками S I , S2, . . . ,  S m и общей шиной;

А<р — диапазон отклонений влажности воздуха от номинального значения, 
указанный в ТУ на микросхемы конкретных типов.

3.7. Погрешность (б7), обусловленную паразитными токами утечки между 
точками D l, D2t и общей шиной, рассчитывают по формуле

/
» , =  -------------- . (31)

'у т .вы х  min

где l D — паразитный ток утечки между точками D l, D2, . . . ,  Dn и общей ши­
ной при отсутствии микросхемы.
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3.8. Погрешность измерения (6S ) рассчитывают по формуле

л з /  а?+ - т +
6
2
f-3 б?+б7»

где б| — погрешность t-ro источника погрешности.

(32)

4. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ВХОДНОГО ТОКА ВЫСОКОГО 
И НИЗКОГО УРОВНЕЙ УПРАВЛЯЮ Щ ЕГО НАПРЯЖ ЕНИЯ

4.1. Погрешность (6 0 , вызванную погрешностью измерителя тока РА, рас* 
считывают по формуле

(33)

где б р д — погрешность измерителя тока РА.
4.2. Погрешность (62) , вызванную конечным значением 

мерителя тока РА, рассчитывают по формулам:

вх.в max в* 

^упр.в

б2=
^вх н плах ^ вх

U>пр.н

сопротивления из*

(34)

(35)

где ^вх. втах^ ^вх. нгтих— максимальное значение входного тока высокого и низ­
кого уровней управляющего напряжения, указанное в 
ТУ на микросхемы конкретных типов;

R Вх — входное сопротивление измерителя тока РА;
£/уПр. в » ^упр. н — значения управляющего напряжения высокого и низко­

го уровней, указанные в ТУ на микросхемы конф ет­
ных типов.

4.3. Погрешность (б3), вызванную неточностью установления и поддержания 
напряжения питания микросхемы, рассчитывают по формуле

где а х — коэффициент влияния напряжения питания на входной ток высокого 
(низкого) уровня управляющего напряжения;

б г7 — погрешность установления и поддержания напряжения питания микро- 
L/n

схемы.
4.4. Погрешность (64), вызванную неточностью установления и поддержа­

ния микросхемы в состоянии логической единицы или логического нуля, рассчи­
тывают по формулам:

в 2 = в А /  . (37)
упр.н

64 , (38)
У  П р . в

где аъ «з — коэффициент влияния соответственно управляющего напряже­
ния высокого и низкого уровня на входной ток высокого и 
низкого уровня;

^ > п р в '  н — погрешность установления и поддержания управляющее! о
напряжения соответственно высокого и низкого уровня.
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4.5. Погрешность измерения (6S ) рассчитывают по формуле

^  б | +  К Д 3 Щ , (39)

где б | — погрешность i'-го источника погрешности.

5. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМ ЕРЕНИЯ ТОКА ПОТРЕБЛЕНИЯ, 
ТОКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ НИЗКОМ И ВЫСОКОМ УРОВНЯХ 

УПРАВЛЯЮ Щ ЕГО НАПРЯЖ ЕНИЯ

5.1. Погрешность (6 i), вызванную погрешность измерителя тока РА, рас­
считывают по формуле

5 г = а р л , (40)

где — погрешность измерителя тока РА.
53 . Погрешность (62), вызванную конечным значением сопротивления изме­

рителя тока PAt рассчитывают по формуле

д ^пот шах^вх / П \
а =  ------ игп------  , (41)

где / пот т а х — максимальное значение тока потребления, тока потребления при 
низком (высоком) уровне управляющего напряжения, указанное 
в ТУ на микросхемы конкретных типов;

/?вх — входное сопротивление измерителя тока;
Un— напряжение питания микросхемы.

5.3. Погрешность (б3)> вызванную неточностью установления и поддержания 
напряжения питания микросхемы, рассчитывают по формуле

dJ= a 16t, , (42)
П

где ai — коэффициент влияния напряжения питания на ток потребления, ток 
потребления при низком (высоком) уровне управляющего напряже­
ния;

бц  — погрешность установления и поддержания напряжения питания микро- 
схемы.

5.4. Погрешность (64), вызванную неточностью установления и поддержания 
микросхемы в состоянии логического нуля или логической единицы, рассчиты­
вают по формулам:

» (43)
упр.н

64 = < *А /  . (44)Упр.в
где a2t Я3 — коэффициент влияния соответственно управляющего напряжения 

низкого и высокого уровней на ток потребления соответственно 
при низком и высоком уровне управляющего напряжения; 

б у упр н* ^ { / упр в — погрешность установления и поддержания управляющего
напряжения соответственно низкого и высокого уровня.

5.5. Погрешность измерения тока потребления (6S ) рассчитывают по фор­
муле
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5.6. Погрешность измерения тока потребления при низком и высокого уров-

где 6j — погрешность i-го источника погрешности.

6. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ» 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

6.1. Погрешность (60 , вызванную погрешностью измерителя временных ин­
тервалов Р, рассчитывают по формуле

где бр — погрешность измерителя временных интервалов Я.
6.2. Погрешность (б2), вызванную отклонением сопротивления резистора /? »  

от номинального значения, рассчитывают по формуле

где а\ — коэффициент влияния сопротивления резистора нагрузки на время

6.3. Погрешность (бз), вызванную отклонением емкости конденсатора нагруз­
ки Сн от номинального значения, рассчитывают по формуле

где а2 — коэффициент влияния емкости конденсатора нагрузки на время 
включения, выключения, переключения;

— погрешность емкости конденсатора.
6.4. Погрешность (б4), вызванную влиянием установления и поддержания 

напряжения питания, рассчитывают по формуле

где аз — коэффициент влияния напряжения питания на время включения, 
выключения, переключения;

б ц — погрешность установления и поддержания напряжения питания 
микросхемы.

6.5. Погрешность (б5), вызванную неточностью установления и поддер­
жания напряжения источников аналоговых входов, рассчитывают по формуле

где а* — коэффициент влияния коммутируемого напряжения на время включе­
ния, выключения, переключения;

б и — погрешность установления и поддержания коммутируемого напряже­
ния,

6.6 Погрешность (б6), вызванную неточностью установления и поддержа­
ния управляющих напряжений, рассчитывают по формуле

нях управляющего напряжения (б2 ) рассчитывают по формуле

бр , (47)

$2-«1  в д н> (48)

включения, выключения, переключения; 
бр — погрешность сопротивления резистора.

н (49)

(50)

б5—а^Ьу , (51)
$

упр
б6—а 5б и (52)
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где аъ — коэффициент влияния управляющего напряжения на время включения, 
выключения, переключения;

б гг — погрешность источников управляющих напряжений.
упр

6.7. Погрешность (67), вызванную влиянием температуры окружающей сре­
ды, рассчитывают по формуле

ьгАт
fmin

(53)

где Ъi — коэффициент влияния температуры окружающей среды на время вклю­
чения, выключения, переключения;

ДГ — диапазон отклонений температуры от номинального значения, задан­
ный в ТУ на микросхемы конкретных типов; 

i min — минимальное значение времени включения, выключения, переключения, 
заданное в ТУ на микросхемы конкретных типов.

6.8. Погрешность (бв), вызванную неточностью считывания с экрана при 
использовании осциллографа в качестве измерителя Р, рассчитывают по фор­
муле

ав=
At

tmin (54)

где At — абсолютная погрешность считывания с экрана осциллографа.
6.9. Погрешность измерения времени включения, выключения, переключения 

($£ ) рассчитывают по формуле

—±1,13 *2 (55)

где б | — погрешность i-го источника погрешности.

П РИ ЛО Ж ЕН И Е 2 
Рекомендуемое

ТРЕБОВАН ИЯ К УСТАНОВЛЕНИЮ УРОВНЕЙ ОТСЧЕТА ИМПУЛЬСОВ

1. Уровни отсчета импульсов устанавливают в соответствии с требования­
ми нормативно-технической документации и п. 3.5 настоящего стандарта.

2. Уровни отсчета импульсов выражают в единицах напряжения или в про­
центах от амплитуды импульсов.

3. Уровни отсчета А2, А4 рекомендуется устанавливать равными 50% ам­
плитуды импульсов.

4. Уровень отсчета АЗ рекомендуется устанавливать равным соответствен­
но 50 или 90% амплитуды импульса в зависимости от постоянной времени на­
грузки т н:

при тн< 0 ,1 4 /ВЫкл—50% ; 
при тн> 0 , Ш выкл—90% .

(56)
(57)
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ Э 
Рекомендуемое

1- ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА 
ПОДАВЛЕНИЯ СИГНАЛА РАЗОМКНУТЫМ КЛЮЧОМ И КОЭФФИЦИЕНТА 

ПЕРЕДАЧИ ПО НАПРЯЖЕНИЮ

1.1. Погрешность (6i), вызванную погрешностью измерителя синусоидально­
го напряжения PVI, определяют по формуле

(58)

где 6/>yi— погрешность измерителя синусоидального напряжения PV1.
1.2. Погрешность (62), вызванную погрешностью измерителя синусоидаль­

ного напряжения PV2, определяют по формуле

ба=д р у 2» (59)

где дру2— погрешность измерителя синусоидального напряжения PV2.
1.3. Погрешность (б3), вызванную отклонением заданной частоты 

определяют по формуле
b ^ F

под.к min

сигнала,

(60)

где Ьj — коэффициент влияния частоты сигнала;
д / 1— абсолютная погрешность задания частоты генератора синусои­

дального напряжения G4;
1^под. к min/— минимальное абсолютное значение коэффициента подавления, за ­

данное в ТУ на микросхемы.
1.4. Погрешность (64), вызванную отклонением амплитуды сигнала, опре­

деляют по формуле

(61)

где Ь$ — коэффициент влияния амплитуды сигнала;
Д£/вх — абсолютная погрешность задания амплитуды напряжения генератора 

синусоидального напряжения.
1.5. Погрешность (6s), вызванную неточностью установления и поддержания 

напряжения питания, определяют по формуле
б5= о 1б ^ ,  (62)

где а\ — коэффициент влияния неточности установления и поддержания напря­
жения питания;

$£/п — погрешность установления и поддержания напряжения питания.
1.6. Погрешность (бв), вызванную неточностью установления и поддержа­

ния напряжения источников управляющих напряжений, определяют по формуле
бв= а 2бу , (63)

упр

где а2— коэффициент влияния неточности установления и поддержания управ­
ляющего напряжения;

— погрешность установления и поддержания управляющего напряжения, 
упр
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1.7. Погрешность (67), вызванную неточностью определения коэффициента 
передачи полосового фильтра, определяют по формуле

» (64)

где а3 — коэффициент влияния неточности определения коэффициента передачи 
полосового фильтра;

6#  ц —погрешность определения коэффициента передачи полосового фильтра.
1.8. Погрешность (63), вызванную отклонением сопротивления резистора R 

от номинального значения, рассчитывают по формуле
8й= а 48^ , (65)

где а4 — коэффициент влияния сопротивления резистора на коэффициент подав­
ления сигнала разомкнутым ключом;

— погрешность сопротивления резистора R.
1.9. Погрешность (69), вызванную отклонением сопротивления резистора на­

грузки RH от номинального значения, рассчитывают по формуле

где аб — коэффициент влияния сопротивления резистора нагрузки на коэффици­
ент подавления сигнала разомкнутым ключом; 

бд — погрешность сопротивления резистора RH.
1.10. Погрешность (6ю), вызванную отклонением емкости конденсатора на­

грузки С н от номинального значения, рассчитывают по формуле
д ю =л вб ^  , (67)

где а6 — коэффициент влияния емкости конденсатора нагрузки на коэффициент 
подавления сигнала разомкнутым ключом;

6с — погрешность емкости конденсатора Сн.
1.11. Погрешность (бц), обусловленную прохождением сигнала за счет па­

разитных емкостей контактного устройства, определяют по формуле

« п =
и п

и  в (68)

где £/вых# п— напряжение на выходных контактах контактного устройства, об­
условленное прохождением сигнала за счет паразитных емкостей. 

Л .12. Погрешность измерения (62 ) определяют по формуле

в£ =  ±1 ,13
ю
2  6? +  ба .

t= i
(69)

2. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛИТУДЫ ВЫБРОСОВ 
НАПРЯЖЕНИЯ НА АНАЛОГОВОМ ВЫХОДЕ

2 .1. Погрешность (61), вызванную погрешностью измерителя импульсного 
напряжения Р, определяют по формуле

61==6р , (70)

где Ьр — погрешность измерителя импульсного напряжения Р.
2.2. Погрешность (б2), вызванную отклонением амплитуды сигнала импульс­

ного генератора, определяют по формуле
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8 , =
W bx

^а н  А ш In
(71)

где Ь\ — коэффициент влияния амплитуды сигнала;
^ а н -Amin — минимальное значение амплитуды выбросов напряжения на анало­

говом выходе, указанное в ТУ на микросхемы конкретных типов.
2.3. Погрешность (бз), вызванную неточностью установления и поддержания 

напряжения источников управляющих напряжений, определяют по формуле
53= a j 6 y  , (72)

упр

где а\ — коэффициент влияния неточности установления и поддержания управ* 
ляющего напряжения;

— погрешность установления и поддержания управляющего напряжения.
упр

2.4. Погрешность (б4), вызванную неточностью установления и поддержания 
напряжения питания, определяют по формуле

б4= а 2б у  » (73)
п

где а2 — коэффициент влияния неточности установления и поддержания напря­
жения питания;

— погрешность установления и поддержания напряжения питания.
2.5. Погрешность (б5), вызванную отклонением сопротивления резистора на­

грузки от номинального значения, рассчитывают по формуле
л3б р t (74)

'н

где — коэффициент влияния сопротивления резистора нагрузки на амплитуду 
выбросов напряжения на аналоговом выходе; 

б^н— погрешность сопротивления резистора /?н .
2 6. Погрешность (бе), вызванную отклонением емкости конденсатора на­

грузки Си от номинального значения, рассчитывают по формуле

5«— * (75)
н

где о4— коэффициент влияния емкости конденсатора нагрузки на амплитуду" 
выбросов напряжения на аналоговом выходе; 

дс — погрешность емкости конденсатора Сн .
2.7. Погрешность (б;), вызванную неточностью определения коэффициента 

усиления по напряжению импульсного усилителя, определяют по формуле
в7=6* . (76)

л и
где 6 г  — погрешность коэффициента усиления по напряжению импульсного

и
усилителя.

2.8. Погрешность измерения определяют по формуле

б | .

Приложение 3. (Введено дополнительно, Изм. 1).

(77)
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 4 
Рекомендуемое

1. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА 
ПОДАВЛЕНИЯ СИГНАЛА МЕЖДУ КАНАЛАМИ

1.1. Погрешность (di), вызванную погрешностью измерителя синусоидального 
напряжения PV1, рассчитывают по формуле

^1—flpyi » (78)

где 6ру1 — погрешность измерителя синусоидального напряжения PV1.
1.2. Погрешность (б2), вызванную погрешностью измерителя синусоидально­

го напряжения PV2, рассчитывают по формуле

6а=5ру2» (79)

где 6 Ру2 — погрешность измерителя синусоидального напряжения PV2.
1.3. Погрешность (б3), вызванную отклонением амплитуды сигнала, рассчи­

тывают по формуле

б3—
ЪХЬЦ
ТСпод

(80)

где Ь\ — коэффициент влияния амплитуды сигнала;
At/ — абсолютная погрешность задания амплитуды напряжения генератора 

синусоидального напряжения 64;
/(под— значение измеряемого коэффициента подавления сигнала между кана­

лами, указанное в ТУ на микросхемы конкретных типов.
1.4. Погрешность (64), вызванную неточностью установления и поддержания 

напряжения питания, рассчитывают по формуле
^4—ei5yn | (81)

где cej — коэффициент влияния неточности установления и поддержания напря­
жения питания;

Ьи — погрешность установления и поддержания напряжения питания микро- 
v n

схемы.
1.5. Погрешность (65), вызванную неточностью установления и поддержания 

управляющих напряжений, рассчитывают по формуле

5ft—<*2^/упр
(82)

где 02 — коэффициент влияния неточности установления и поддержания управ­
ляющего напряжения;

йц — погрешность установления и поддержания управляющего напряжения, 
упр

1.6. Погрешность (8е), вызванную отклонением сопротивления резистора на 
аналоговом входе открытого канала R1 от номинального значения, рассчитывают 
по формуле

6e—a s^£i> ^ 3 )

где йг — коэффициент влияния сопротивления резистора R1;
— погрешность сопротивления резистора
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1.7. Погрешность (б7), вызванную отклонением сопротивления резистора на 
аналоговом выходе открытого канала R2 от номинального значения, рассчиты­
вают по формуле

07—а 46^2, (84)

где а4— коэффициент влияния сопротивления резистора R2; 
д#2— погрешность сопротивления резистора R2.

1.8. Погрешность (б8), вызванную отклонением сопротивления резистора 
RH от номинального значения, рассчитывают по формуле

(85)

где а5 — коэффициент влияния резистора R H ;
— погрешность сопротивления резистора RH.

1.9. Погрешность (69), вызванную отклонением емкости конденсатора нагруз­
ки С н рассчитывают по формуле

, (86)

где аб — коэффициент влияния емкости конденсатора С н; 
йс  — погрешность емкости конденсатора Си .
1.10. Погрешность (бю), вызванную отклонением емкости конденсатора на 

аналоговом выходе открытого канала С2, рассчитывают по формуле

610= й;6с2» (87)
где а7 — коэффициент влияния емкости конденсатора С2\ 

бС2— погрешность емкости конденсатора С2.
1.11. Погрешность (бц), вызванную неточностью определения коэффициента 

передачи полосового фильтра, рассчитывают по формуле
5 1 1 = ^ 6 ^ ^  , (88)

где п8 — коэффициент влияния неточности определения коэффициента передачи 
полосового фильтра;

пц — погрешность определения коэффициента передачи полосового фильтра.
1.12. Погрешность (б12), вызванную прохождением сигнала за счет пара­

зитных емкостей монтажа и контактного устройства, рассчитывают по формуле

б12=
^вых.п

Ubk
(89)

где £/0ь1Х п — напряжение, обусловленное прохождением сигнала за  счет пара­
зитных емкостей, измеряемое измерителем синусоидального напря­
жения PV2 при отсутствии микросхемы в контактном устройстве.

1.13. Погрешность измерения (б 2 ) рассчитывают по формуле

в£ = ± 1 ,1 3 (90)

2. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ЕМКОСТЕЙ 
УПРАВЛЯЮЩЕГО ВХОДА, АНАЛОГОВОГО ВХОДА И ВЫХОДА, 

ЕМКОСТИ МЕЖДУ АНАЛОГОВЫМ ВХОДОМ И ВЫХОДОМ

2.1. Погрешность (6j), вызванную погрешностью измерителя синусоидального 
напряжения PVt рассчитывают по формуле
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(91)

где б р у — погрешность измерителя синусоидального напряжения PV.
2.2. Погрешность (62), вызванную отклонением амплитуды сигнала, рассчи­

тывают по формуле

« а -
btAU

Сх
(92)

где Ьх — коэффициент влияния амплитуды сигнала;
ДС/ — абсолютная погрешность задания амплитуды напряжения генератора 

синусоидального напряжения;
С х — значение измеряемой емкости, указанное в ТУ на микросхемы кон­

кретных типов.
2.3. Погрешность (63), вызванную неточностью установления и поддержания 

напряжения питания, рассчитывают по формуле
(93)

где fli — коэффициент влияния неточности установления и поддержания напря­
жения питания;

б у — погрешность установления и поддержания напряжения питания.
2.4. Погрешность (64), вызванную неточностью установления и поддержания 

управляющих напряжений, рассчитывают по формуле
» (94)

УПР
где — коэффициент влияния неточности установления и поддержания управ~ 

ляющего напряжения;
б ft — погрешность установления и поддержания управляющего напряжения, 

упр
2.5. Погрешность (б5), вызванную отклонением емкости калибровочного кон­

денсатора от номинального значения, рассчитывают по формуле

в5= в 3йскл- <95)
где а3 — коэффициент влияния емкости СКл ;

б^ — погрешность емкости конденсатора СКл* кл
2.6. Погрешность (б6), вызванную прохождением сигнала за счет паразитных 

емкостей монтажа и контактного устройства, рассчитывают по формуле

бб—
^ВЫХ.П

t/вх
(96)

где £/В Ы Х Л1  — напряжение, обусловленное прохождением сигнала за счет пара­
зитных емкостей, измеряемое измерителем синусоидального напря­
жения PV при отсутствии микросхемы в контактном устройстве.

2.7. Погрешность измерения б2 определяют по формуле

—

Г  5

- 1,13J /  S i (97)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
Рекомендуемое

ИЗМЕРЕНИЕ МОСТОВЫМ МЕТОДОМ 

1, Аппаратура

1.1. Электрические структурные схемы измерения емкостей приведены на 
черт. 15— 18.

1.2. Емкость конденсаторов С1 определяют из условия

Ц с Г  =  10шснзм ’ <98>
где Сизм — наибольшая из измеряемых емкостей микросхемы.

2. Подготовка к проведению измерений

2.1. Мост балансируют без микросхемы. Считывают значение емкости.

3. Проведение измерения

3.1. Подключают измеряемую микросхему, от источников постоянного нап­
ряжения € 2—G3 подают напряжения, значения которых указаны в ТУ на мик­
росхемы конкретных типов.

3.2. Мост балансируют вновь.
3.3. Считывают значение измеряемой емкости.
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Схема измерения емкости управляющего входа

DA

о б щ и й  вы вод; G /— G 3 —  и с то ч н и ки  п о с то я н н о го  н а п р я ж е н и я ;  
SA1  —  ко м м у та ц и о н н о е  устр о й ств о , о б е с п е ч и в а ю щ е е  н о д и л ю -  
чен и е  и с то ч н и ко в  п о с то я н н о го  н а п р я ж е н и я  G l, G2 и  и зм е р и ­
те л ь н о го  м о ста  Е  к  у п р а в л я ю щ и м  в х о д а м  IN I, IN2я «•# •

C I  —  ко н д е н с а то р ; Е  —  и зм ер и тел ь н ы й  м о ст

Черт. 15
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Схема измерения емкости аналогового входа

ПА

VA —  измеряемая микросхема; SI, S2 , , S m — аналоговые
вхо д а; DI, D2M , Dn — аналоговые выходы; V — вывод 
витания; INI, IN2, , IN^ — управляющие входы; О б ­
общ ив вывод; GI—G3 —  источники постоянного напряж ения; 
SA1 ~~ воммутацнонное устройство, обеспечивающее подклю­
чение иоточяиков постоянного напряж ения Gl, G2 к  управ* 
л яю щ нм  входам Ш19 IN2, ... , IN ̂  , SA2 — переключатель;

С /  конденсатор; Е  —• измерительный мост

Черт. 16
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Схема измерения емкости аналогового выхода

Д А

DA — и зм ер яем ая  микросхема; S I ,  S 2 , . . . , 5 да — аналоговые 
входы; D l, D2, ... , D n — аналоговые выходы] V  —. вывод
питания; IN I , IN 2, ... , IN k —  управ ляю щ и е входы; O V  —  

общ ий вы вод ; G1— G3 — источники постоянного напряжения; 
5/1 / — ком м утационное устройство, обеспечивающее подклю­
чение источников постоянного н а п р я ж е н и я  G ts 0 2  и уврав- 
ляю щ им  вхо д ам  FNI, IN 2, ... , IN  ̂  э S A 2  —  переключатель; 

C i — конден сатор ; Е  — измерительный мост

Черт. 17
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Схема измерения емкости между диалоговым входом и выходом

т

DA —  изм ер яем ая м икр осхем а; S I, S2, ... , S m — аналоговые  
входы; DI, D2, ... , D п —  аналоговы е выходы, U —  вывод 
п и тан и я ; IN I, IN2, ... , IN ̂  — управляю щ ие входы; ОV —  

о б щ и й  вывод; G /— G3 —  источники постоянного н апр яж ени я; 
SA I  —  ко м м утац и о н н о е  устройство, обеспечиваю щ ее подклю ­
чение источников постоянного  н а п р я ж е н и я  Gl, G2 к  управ­
л яю щ им  входам  FNI, IN2, , IN^ ; SA2, 5Л З  —  переклю ­

чатели; CI —  конденсатор; Е  — измерительны й мост

*1ерт. 18

4. О бработка результатов

4.1. Разность между измеренным значением емкости без микросхемы и зна­
чением емкости с измеряемой микросхемой определяет значение емкостей Свхан>
^ в ы х а н '  ^ а х .у п р  и  ^ в ы х -в х  ан*

При использовании измерительного моста с автоматической балансировкой 
операции по пп. 2.1, 3,2, 4.1 не выполняют.

4.2. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и й
Погрешность измерения емкости управляющего входа, аналогового входа, 

аналогового выхода, между аналоговым выходом и аналоговым входом — в 
пределах ±10% с вероятностью 0,95. При значении измеряемого параметра — 
3 пФ — в пределах ±15% с вероятностью 0,95.
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